Premio Nobel del Fisica 2007

MAGNETO-RESISTENCIA GIGANTE:
DEL LABORATORIO AL DISCO DURO DEL PC

* Descubrimiento de la magneto- oy g
resistencia gigante (GMR). ~
* La GMR ha revolucionado las
técnicas de lectura de datos en
discos duros.

* La GMR ha permitido desarrollar
una nueva generacioén de sensores y
dispositivos electronicos.

* La GMR constituye una de las .
primeras grandes aplicaciones de la ‘(
nanotecnologia. -
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Esquema de la charla

 Electronica versus espintronica
* Aislantes, semiconsuctores, metales

* Tecnologia FET-MOS

« Materiales ferromagneéticos

s Qué es la magnetorresistencia?

* Magnetorresistencia normal

* Magnetorresistencia gigante en multicapas magneticas
- * La valvula de spin

- * Aplicaciones a la lectura de datos

 Memorias RAM basadas en valvulas de spin

 Otras consecuencias y desarrollos
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Bandas de energia en los solidos
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TECNOLOGIA MOS: Transistor FET-MOS
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Materiales magneéticos

Contienen atomos de elementos de transicion (capas d
incompletas: Cr, Mn, Fe, Co, Ni) o tierras raras (capas f
incompletas: Gd, Nd, Eu, etc)
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Materiales Materiales
ferromagnéticos antiferromagnéticos




Histéresis
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Dominios magnéticos
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;. Qué es la magnetorresistencia?
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Origen de la magnetorresistencia “normal”




Origen de la magnetorresistencia “normal”
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Metales de transicion
(Mn, Fe, Co, Ni)
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J=cokF

Sir Nevill F. Mott
Premio Nobel de Fisica 1977
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1856 William
Thomson (Lord
Kelvin)

Magnetorresistencia anisotropica
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Sensores de lectura AMR 1960-1997




Magnetorresistencia gigante
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Valvula de espin Sensores de lectura GMR 1997
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Efecto tunel en sdolidos
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Union tunel magnética
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Aumentando el efecto GMR: corrientes con 100% de polarizacion
de espin en semimetales o semiconductores ferromagnéticos
CrO,, La,;Sr,;MnO;,




Memoria RAM magnética




Arrastre de paredes de los dominio ferromagnéticos
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Otros dispositivos: LED de espin

-ED LED de espin

ol

_

Luz no

polarizada Luz polarizada

circularmente




Electronica versus espintronica
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Corriente electrica: “Corriente” de espin:
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M. I. D’'yakonov, V. I. Perel, JETP Lett. 13, 467 (1971)
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Otros dispositivos: QUBITS

Trampas de espin
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Qubits atémicos: Qubits solidos:

Trampas magnéticas Puntos cuanticos en
en vacio semiconductores




